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　①　入力端子の印加波形 
　入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。 

　CMOSデバイスの入力がノイズなどに起因して，VIL（MAX.）からVIH（MIN.）までの領域にとど

まるような場合は，誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定な場合はもちろん，VIL

（MAX.）からVIH（MIN.）までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズ等が入らないよ

うご使用ください。 

 

　②　未使用入力の処理 
　CMOSデバイスの未使用端子の入力レベルは固定してください。 

　未使用端子入力については，CMOSデバイスの入力に何も接続しない状態で動作させるのではな

く，プルアップかプルダウンによって入力レベルを固定してください。また，未使用の入出力端子

が出力となる可能性（タイミングは規定しません）を考慮すると，個別に抵抗を介してVDDまたは

GNDに接続することが有効です。 

　資料中に「未使用端子の処理」について記載のある製品については，その内容を守ってください。 

 

　③　静電気対策 
　MOSデバイス取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。 

　MOSデバイスは強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際に

は，当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジン・ケース，または導電性の緩衝材，

金属ケースなどを利用し，組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置し

たり，端子を触ったりしないでください。  

　また，MOSデバイスを実装したボードについても同様の扱いをしてください。  

 

　④　初期化以前の状態 
　電源投入時，MOSデバイスの初期状態は不定です。 

　電源投入時の端子の出力状態や入出力設定，レジスタ内容などは保証しておりません。ただし，

リセット動作やモード設定で定義している項目については，これらの動作ののちに保証の対象とな

ります。 

　リセット機能を持つデバイスの電源投入後は，まずリセット動作を実行してください。 

 

　⑤　電源投入切断順序  
　内部動作および外部インタフェースで異なる電源を使用するデバイスの場合，原則として内部電

源を投入した後に外部電源を投入してください。切断の際には，原則として外部電源を切断した後

に内部電源を切断してください。逆の電源投入切断順により，内部素子に過電圧が印加され，誤動

作を引き起こしたり，異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。 

　資料中に「電源投入切断シーケンス」についての記載のある製品については，その内容を守って

ください。 

 

　⑥　電源OFF時における入力信号 
　当該デバイスの電源がOFF状態の時に，入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。

入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により，誤動作を引き起こしたり，異常電流が流

れ内部素子を劣化させたりする場合があります。 

　資料中に「電源OFF時における入力信号」についての記載のある製品については，その内容を守

ってください。 

CMOSデバイスの一般的注意事項 
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は じ め に 
 

対 象 者 この資料は，QDR II+ / DDR II+ SRAM および QDR II / DDR II SRAM を使用してアプリケーション・シ

ステムを設計するユーザを対象とします。 

 

目  的 この資料は，QDR II+ / DDR II+ SRAM の特徴を QDR II / DDR II SRAM との比較を通して理解していた

だくことを目的とします。各製品の詳細な数値等はそれぞれのデータ･シートを参照してください。 

 

読 み 方 この資料の読者には，電気，論理回路とメモリ製品の一般的な知識を必要とします。各製品の機能の詳

細はそれぞれのデータ・シートを参照してください。また、他社の製品については、他社ウェブ・サイ

ト等を参照してください。なお，この資料に記載している動作例は参考例を示したもので，記載されて

いるデータなどは保証値ではありません。参考値として使用してください。 

 

凡  例 データ表記の重み ：左が上位桁，右が下位桁 

 XXX#（端子，信号名称のあとに#）：アクティブ・ロウの表記 

 注 ：本文中につけた注の説明 

 注意 ：気をつけて読んでいただきたい内容 

 備考 ：本文中の補足説明 

 

対象製品 この資料では，次に挙げる当社製の QDR II+ / DDR II+ SRAM製品を対象としています。 

 
容量 

（ビット） 

機能 

DDR II+ SRAM 2.0 & 2.5 CLOCK CYCLES READ LATENCY 
2-WORD BURST OPERATION 
DDR II+ SRAM SEPARATE I/O 2.5 CLOCK CYCLES READ LATENCY 
2-WORD BURST OPERATION 

72M 

QDR II+ SRAM 2.0 & 2.5 CLOCK CYCLES READ LATENCY 
4-WORD BURST OPERATION 

 

関連資料 関連資料は暫定版の場合がありますが，この資料では「暫定」の表示をしておりません。あらかじめご了

承ください。 

 
ドキュメント名 資料番号 

μPD44646092A, 44646182A, 44646362A, 44646093A, 44646183A, 44646363A DATA SHEET M19060 

μPD44646187A DATA SHEET M19062 

μPD44647094A, 44647184A, 44647364A, 44647096A, 44647186A, 44647366A DATA SHEET M19063 

 

構  成 このマニュアルは，次の内容で構成しています。 

1. 概要 

2. QDR II SRAM / DDR II SRAMとの仕様の比較 

3. 個々の相違点から見た QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAM 
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QDR RAMとQuad Data Rate RAMは，サイプレスセミコンダクタ社，ルネサステクノロジ社，IDT 社，NEC エレ
クトロニクス，サムスン電子社により開発された製品の新しいシリーズを含みます。 

 

本資料に記載されている内容は2009年5月現在のもので，今後，予告なく変更することがあります。
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1. 概  要 

 

QDR SRAM / DDR SRAMは，ネットワーク市場からの高性能な SRAMの要求を受け，QDRのコンソーシアムに

よって策定された，高性能 SRAMの仕様であり，現在デファクト・スタンダードとしてネットワーク基幹系装置等

で使用されています。NECエレクトロニクスは QDR II SRAM / DDR II SRAM仕様の策定からコンソーシアムに参

加しており，18Mbit，36Mbitと製品出荷を行い，長期に渡る生産実績を誇っています。 

インターネット社会の進展により，ネットワーク市場では更なるセットの高性能化が求められており，現在のス

タンダードである QDR II SRAM / DDR II SRAM仕様よりさらに高性能な SRAM製品を望まれています。QDRコン

ソーシアムではこの要求に応えるべく，QDR II SRAM / DDR II SRAM仕様を進化させた，QDR II+ SRAM / DDR II+ 

SRAM仕様を策定しました。 

QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAM仕様は QDR II SRAM / DDR II SRAM仕様をベースとして改良し，より高性能な

SRAM仕様となっています。したがって，QDR II SRAM / DDR II SRAM仕様と互換の部分もありますが，変更され

た部分がいくつかあります。 

この資料は QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAM仕様を，QDR II SRAM / DDR II SRAM仕様との違いを中心に説明し

ながら，NECエレクトロニクスが開発している QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAM仕様の SRAM製品について説明し

たものです。 

 

1. 1 仕様の違いと市場の棲み分けについて 

 

QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMと QDR II SRAM / DDR II SRAMの最大の違いは，最大動作周波数です。QDR II 

SRAM / DDR II SRAM仕様では 333 MHz（NECエレクトロニクス製品の場合，300 MHz が最大動作周波数）です

が，QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAM仕様では 500 MHzとなっています。 

QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAM仕様は，QDR II SRAM / DDR II SRAM仕様と同様に，ネットワーク市場での採

用を目標に策定された仕様であり，お互いに市場が競合しています。 

ただし，QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMは，QDR II SRAM / DDR II SRAMの上位互換ではありませんので，QDR 

II SRAM / DDR II SRAMの代わりに QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMを載せ替えても動作しません。載せ替えて使

用するためには QDR II SRAM / DDR II SRAMに対応した FPGAや NPUを，QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMに対

応した FPGAや NPUに変更するか，QDR II SRAM / DDR II SRAMに対応した ASICを，QDR II+ SRAM / DDR II+ 

SRAMに対応するよう修正した上で，セットのチューニングを行う必要があります。よって，QDR II+ SRAM / DDR 

II+ SRAM は QDR II SRAM / DDR II SRAMを採用したセットに対して，そのまま置き換えることはできません。 

QDR II SRAM / DDR II SRAMを採用中でありながら，新規のセットでは QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMの採用

に踏み切るかどうかは，新規セットでの性能向上のために，より高い動作周波数を必要とするかどうかにかかって

います。 

つまり，QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMを採用するかどうかは，セットの高性能化にとって SRAMの最大動作

周波数が重要であるかどうかによって決まる可能性が高いと言えます。ロジックを変更する等のコストや手間をか

けてでもセットの高性能化のために最大動作周波数が重要であると判断すれば QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMを

新規採用，最大動作周波数は重要でなく従来資産を流用したい場合には QDR II SRAM / DDR II SRAMを継続採用と

いう形で，市場で棲み分けると考えています。 
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2. QDR II SRAM / DDR II SRAMとの仕様の比較 

 
QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAM と QDR II SRAM / DDR II SRAMの主な仕様の比較を表 2－1に示します。 

現在 QDR II SRAM / DDR II SRAMを採用中だが，新規セットでは QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMの採用を検討

したいといった場合には，参考にして下さい。3. 個々の相違点から見た QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMではこの

表の各項目およびそれ以外の相違点について，更に詳細に説明します。 

なお，QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAM および QDR II SRAM / DDR II SRAMの詳細な機能や特性に関しては，各々

の製品のデータ・シートをご覧下さい。 

 
 

表 2－1 QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAM と QDR II SRAM / DDR II SRAMの主な仕様の相違点 

 
  QDR II/ DDR II QDR II+/DDR II+ 備考 

最大動作周波数 
400 MHz 
(リード・レイテンシー 2.0 cycle)

  

333 MHz 
(リード・レイテンシー 1.5 cycle) 500 MHz 

(リード・レイテンシー 2.5 cycle)

QDR II+/DDR II+はリード・レイテン
シーによって品名が異なります。 

機能の種類   Burst長   Burst長  

    4 2   4 2  

  QDR II 対応 対応 QDR II+ 対応 未対応  

  DDR II,  
Common I/O 対応 対応 DDR II+,  

Common I/O 未対応 対応  

  DDR II, 
Separate I/O 未対応 対応 DDR II+,  

Separate I/O 未対応 対応  

バス幅 x8/x9/x18/x36 x18/x36  

QVLD端子 無 有  

C/C#端子 有 無  

ODT機能 無 有（ベンダー・オプション） 
ODT機能の一部にベンダー・オプシ
ョンがあります。 

VDDQ電源電圧 1.5 V または 1.8 V 
1.5 V 
*1.8 Vはベンダー・オプション 

QDR II+/DDR II+の 1.8 Vはベンダ
ー・オプションです。 
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3. 個々の相違点から見たQDR II+ SRAM / DDR II+ SRAM 

 
3. 1 リード・レイテンシー（RL） 

リード・コマンドの発行から期待アドレスのデータが出力されるまで（読み出しまで）にかかるクロック数をリード・レイテンシ

ー（RL）と呼びます。QDR II SRAM / DDR II SRAMではRLは1.5 cycleでしたが，QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMでは，RLを

2.0 cycleと2.5 cycleの2つに設定しています。 

表 3－1にRLと最高動作周波数の関係を示します。アドレス入力からデータ出力までのスピード（イニシャルアクセス）に対し

てQDR II SRAM / DDR II SRAMはRL = 1.5のため最高周波数は300 MHzでしたが，QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMは，RL = 2.0, 

2.5を準備しているので最高周波数を500 / 400 MHzまで対応することが可能となります。 
 QDR Burst長: 4の場合のリード・レイテンシーの比較を図 3－1に，QDR IIとQDR II+ のリード・タイミングの比較を図 3－2
に示します。 

なお，NECエレクトロニクスでは，2.0 cycleと2.5 cycleの2種類のRLをそれぞれ別の製品として製品化しており，製品名で判

別できるようになっています。 

 

表 3－1 RLと最高動作周波数の関係 

  RL（Cycle） 最高動作周波数（MHz） イニシャルアクセス（ns）

2.5 500 5.0 QDR II+ SRAM 
DDR II+ SRAM 

2.0 400 5.0 

QDR II SRAM 
DDR II SRAM 

1.5 300 5.0 

 

図 3－1 リード・レイテンシーの比較（QDR Burst長: 4 の場合） 

 

B C

K

Address

W#

Data-Out

K#

R#

D E F

Data-In D(B) +1 +2 +3 D(D) +1 +2

Q(A) +1 +2 +3 Q(C)
QDR II (RL=1.5)

Q(A) +1 +2 +3 Q(C)

A

Data-Out
QDR II+ (RL=2.0)

+1 +2

+1 +2

Q(A) +1 +2 +3 Q(C)Data-Out
QDR II+ (RL=2.5) +1

B C

K

Address

W#

Data-Out

K#

R#

D E F

Data-In D(B) +1 +2 +3 D(D) +1 +2

Q(A) +1 +2 +3 Q(C)
QDR II (RL=1.5)

Q(A) +1 +2 +3 Q(C)

A

Data-Out
QDR II+ (RL=2.0)

+1 +2

+1 +2

Q(A) +1 +2 +3 Q(C)Data-Out
QDR II+ (RL=2.5) +1
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図 3－2 QDR IIとQDR II+のリード・タイミングの比較 

 
 

3. 2 最高動作周波数 

 

表 3－1のように，QDR II SRAM / DDR II SRAMでは最高動作周波数は333 MHz（NECエレクトロニクスの製品レベルでは300 

MHz）でしたが，QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMではRL = 2.0 cycleで400 MHz，RL = 2.5 cycleで500 MHzとなっています。従

ってQDR II SRAM / DDR II SRAM に比べ，最高動作周波数がRL = 2.0 cycleでは約1.2倍，RL = 2.5 cycleでは約1.5倍となってお

り，転送レートの向上が図られています。 

 
3. 3 機能とバス幅の種類 

 

QDR II SRAM / DDR II SRAMでは，表 2－1に示したような5種類の機能と4種類のバス幅のマトリックスとなる多くの製品群

をご用意しています。しかし一部のお客様では，選択肢が多すぎてどれを使用すれば良いか迷ってしまうといった場合もあり，QDR 

II+ SRAM / DDR II+ SRAMでは，機能をQDR II+, Burst長: 4とDDR II+, Common I/O, Burst長: 2とDDR II+, Separate I/O, Burst長: 

2の3種類に，バス幅をx18とx36の2種類に絞っています。 

 

QDR II B4
300 MHz
(RL=1.5)

QDR II+ B4
400 MHz
(RL=2.0)

QDR II+ B4
500 MHz
(RL=2.5)

K

Address

Data-Out

K#

A C

Q(A) +1 +2 +3

A C
Q(A) +1 +2 +3 Q(C) +1

E

A C
Q(A) +1 +2 +3 Q(C)

E
+1 +2

K

Address

Data-Out

K#

K

Address

Data-Out

K#

RL=1.5

RL=2.0

RL=2.5

QDR II B4
300 MHz
(RL=1.5)

QDR II+ B4
400 MHz
(RL=2.0)

QDR II+ B4
500 MHz
(RL=2.5)

K

Address

Data-Out

K#

A C

Q(A) +1 +2 +3

A C
Q(A) +1 +2 +3 Q(C) +1

E

A C
Q(A) +1 +2 +3 Q(C)

E
+1 +2

K

Address

Data-Out

K#

K

Address

Data-Out

K#

RL=1.5

RL=2.0

RL=2.5
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3. 4 C端子，C#端子とQVLD端子 

 

QDR II SRAM / DDR II SRAMには，C端子，C#端子が存在します。これらは出力クロック端子ですが，QDR II SRAM / DDR II 

SRAMにはエコー・クロック出力としてCQ端子，CQ#端子も存在します。高速動作するシステムを設計する際，CQ端子，CQ#

端子を使用する方が良いため，C端子，C#端子はあまり使用されていませんでした。このため，QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMで

はC端子（P6），C#端子（R6）を廃止し，これらの端子配置をQVLD端子（P6）とODT端子（R6）（またはNC端子）に変更し

ました。 

QVLD端子はQDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMで新しく設けられた端子です。（QDR II SRAM / DDR II SRAMには存在しません。） 

この端子は，有効データの半サイクル前に，エコー・クロックのエッジで立ち上がります。 

ODT端子（R6）については3.5 ODT（On Die Termination）機能で説明します。 

 

表 3－2 端子配置の例（18M DDR II+ SRAM, Common I/O, Burst: 2の端子配置） 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A CQ# VSS NC R,W# BW2# K# BW1# LD# A VSS CQ 

B NC DQ27 DQ18 A BW3# K BW0# A NC NC DQ8 

C NC NC DQ28 VSS A A0 A VSS NC DQ17 DQ7 

D NC DQ29 DQ19 VSS VSS VSS VSS VSS NC NC DQ16 

E NC NC DQ20 VDDQ VSS VSS VSS VDDQ NC DQ15 DQ6 

F NC DQ30 DQ21 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC NC DQ5 

G NC DQ31 DQ22 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC NC DQ14 

H DLL# VREF VDDQ VDDQ VDD VSS VDD VDDQ VDDQ VREF ZQ 

J NC NC DQ32 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC DQ13 DQ4 

K NC NC DQ23 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC DQ12 DQ3 

L NC DQ33 DQ24 VDDQ VSS VSS VSS VDDQ NC NC DQ2 

M NC NC DQ34 VSS VSS VSS VSS VSS NC DQ11 DQ1 

N NC DQ35 DQ25 VSS A A A VSS NC NC DQ10 

P NC NC DQ26 A A QVLD A A NC DQ9 DQ0 

R TDO TCK A A A ODT A A A TMS TDI 

 

表 3－3 端子配置の例（18M DDR II SRAM, Common I/O, Burst: 2の端子配置） 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A CQ# VSS NC R,W# BW2# K# BW1# LD# A VSS CQ 

B NC DQ27 DQ18 A BW3# K BW0# A NC NC DQ8 

C NC NC DQ28 VSS A A0 A VSS NC DQ17 DQ7 

D NC DQ29 DQ19 VSS VSS VSS VSS VSS NC NC DQ16 

E NC NC DQ20 VDDQ VSS VSS VSS VDDQ NC DQ15 DQ6 

F NC DQ30 DQ21 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC NC DQ5 

G NC DQ31 DQ22 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC NC DQ14 

H DLL# VREF VDDQ VDDQ VDD VSS VDD VDDQ VDDQ VREF ZQ 

J NC NC DQ32 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC DQ13 DQ4 

K NC NC DQ23 VDDQ VDD VSS VDD VDDQ NC DQ12 DQ3 

L NC DQ33 DQ24 VDDQ VSS VSS VSS VDDQ NC NC DQ2 

M NC NC DQ34 VSS VSS VSS VSS VSS NC DQ11 DQ1 

N NC DQ35 DQ25 VSS A A A VSS NC NC DQ10 

P NC NC DQ26 A A C A A NC DQ9 DQ0 

R TDO TCK A A A C# A A A TMS TDI 
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3. 5 ODT (On Die Termination) 機能 

 

QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMは，QDR II SRAM / DDR II SRAMには無かったODT機能を搭載可能な仕様となっています。 

QDR II SRAM / DDR II SRAMでは ICの外部に終端抵抗を搭載するのが一般的でしたが，QDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMでは，こ

のODT機能を有効とすることで，チップ内部での終端が可能になりました。 

 ODT機能はODT端子（R6）への処理によってON / OFFを切り替えることが可能です。ODT端子（R6）の入力レベルがLOW

またはOPENの場合にODT機能はOFFし，HIGHの場合にODT機能がONします。ODT機能がONの場合，終端抵抗RTTはRQ

（ZQ端子－GND間に接続した抵抗）の60 %の抵抗値（RQ = 250 Ωの場合，RTT = 150 Ω）となります。 

例外として，ODT機能を搭載している製品であっても，一部の製品（他社製品）ではODT機能が常時ON状態でOFFすること

ができず，終端抵抗値をR6端子の入力レベルで変更するだけのものがあり注意が必要ですが，R6端子にHIGHが入力する回路構成

にしておけば一般的なODT機能と同じく終端抵抗RTTがRQ（ZQ端子－GND間に接続した抵抗）の60%の抵抗値（RQ = 250 Ω

の場合，RTT = 150 Ω）となりますので，R6端子にHIGHが入力する回路構成にしておくことをお薦めします。 

ODT機能の対象端子は，BWxとDQn / Dnになります。 

 

3. 6 出力電源電圧VDDQ 

 

QDR II SRAM / DDR II SRAMでは，出力電源電圧VDDQは1.5 V ± 0.1 V と1.8 V ± 0.1 Vのいずれかを選択して使用することが可

能です。しかし，より高い動作周波数での動作のために仕様策定されたQDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMでは，1.5 V ± 0.1 Vを標準

とし，1.8 V ± 0.1 Vをベンダー・オプションとしています。従って，ベンダーによっては1.8 V ± 0.1 Vをサポートしていない場合が

ありますので，1.8 V ± 0.1 Vで使用される場合には，採用するベンダーの製品が1.8 V ± 0.1 Vをサポートしているか確認する必要が

あります。なお，1.5 V ± 0.1 Vで使用される場合には，標準でサポートされていますので，サポートの確認の必要はありません。 

NECエレクトロニクスのQDR II+ SRAM / DDR II+ SRAMでは，1.5 V ± 0.1 V と1.8 V ± 0.1 Vの両方をサポートしていますので，

そういった心配をすることなく，安心してお使いいただけます。 

 

表 3－4 出力電源電圧のサポート 

出力電源電圧VDDQ 
  

1.8 V ± 0.1 V 1.5 V ± 0.1 V 
QDR II+ SRAM 
DDR II+ SRAM 

ベンダー・オプション 対応 

QDR II SRAM 
DDR II SRAM 

対応 対応 

 
 

3. 7 DDR II+ SRAMでのバースト・シーケンス 

 

DDR II+ SRAMでは，DDR II SRAMでサポートしていたリニア・バースト・アドレスを削除しました。このためDDR II SRAMで

はA0であったC6端子は，DDR II+ SRAMではNC端子となっています。 
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〔メ モ〕 
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〔メ モ〕 
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